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１．概要（Summary） 

マイクロシェブロンレーザービーム走査(µCLBS)法によ

り形成した単結晶 Si 帯をチャネルとして，トップゲート型

薄膜トランジスタ(TFT)を作製した。ソースドレイン領域の

ドーピングでイオン注入を利用した。最高移動度

548cm2/Vs, s値 0.279 V/dec（分散 9.4％），オンオフ比

2.4×107.の優れた TFT特性が得られた。  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置，触針型段差計 

【実験方法】 

  LPCVD 法で石英基板上に堆積した 60nm-Si を本研

究室の µCLBS装置で単結晶化し、続いて本研究室のパ

ルス DC 反応性スパッタ装置で 100nm-SiO2 膜をゲート

絶縁膜として全面に堆積した。Al ゲートを形成した後に

広島大学ナノテクプラットフォームにて技術代行で p をイ

オン注入をした。続いて本研究室のパルス DC 反応性ス

パッタ装置で 200nm-SiO2 膜を保護膜としてチャネル上

部に堆積し、550℃で 30min 真空アニールすることで不

純物活性化を行った。続いてチャネル上部以外の SiO2

をエッチングしてコンタクト部を露出させて S/D 電極を形

成した。その後ポストアニールを行って完成させた。最高

温度は 550℃30minであった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に作製した TFT の伝達特性を示した。得られた

TFT諸特性も図に記入した。 

移動度 548cm2/Vs, s 値 0.279 V/dec，オンオフ比

2.4×107の優れた TFT 特性が得られた。作製に際し，ゲ

ート絶縁膜はスパッタ法で形成しており，パターニングは

レジストレスであることから，これは環境負担が小さい高性

能 Si トランジスタである。ディスプレイなどの大面積エレク

トロニクスでは面積に比例して製作時の環境負荷が大きく

なることから，環境負荷が小さいデバイス作製は今後重要

性が増していくと思われる。 

 

Fig. 1.Transfer characteristics of TFT 

４．その他・特記事項（Others） 

イオン注入装置の利用にあたって，広大ナノテクプラッ

トフォームの迅速で正確なサービスに感謝する。 

本研究は JST-ASTEP 受託研究「シリコン膜単結晶帯

選択形成半導体レーザーアニール装置の実用化」で行わ

れられたことに感謝する。 
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